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Поликристаллические алмазные CVD пластины
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ООО  «Алмазные  Технологии»  производит  на  уникальном  реакторе  ООО  «Алмазные
Технологии»  (микроволновый  CVD,  2,45  ГГц,  5  кВт)  поликристаллические  CVD-алмазные
пластины Ø120 мм, толщиной 200 мкм, равномерностью 5% – в 4 раза выше мировых аналогов
для частоты 2,45 ГГц.

Характеристики пластины: диаметр: 120 мм; толщина: 200 мкм; равномерность толщины
в  пределах  5%.  При  стандартном  выращивании  на  реакторах  частоты  2,45  ГГц  типичная
равномерность  толщины  пластин  диаметром  100–120  мм  лежит  в  пределах  20%  (у  лучших
мировых  аналогов),  т.е.  в  4  раза  больше.  Это  достигнуто  без  перехода  на  низкочастотные
генераторы (<1 ГГц), которые используют лидеры отрасли (Element Six, IIa Technologies) ценой
многократного удорожания установок.

Таким  образом,  на  российском  реакторе  по  российской  технологии  ООО  «Алмазные
Технологии» впервые на частоте 2,45 ГГц продемонстрирована равномерность, сопоставимая с
лучшими  низкочастотными  системами,  при  сохранении  доступности  и  технологичности
промышленного  СВЧ-оборудования.  Возможно  тиражирование  таких  реакторов  с  целью
импортозамещения.  Изучение  свойств  пластин  показало  возможность  их  применения  для
оптики, силовой электроники, высокоэффективных теплоотводов.
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